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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、前記基板上にマトリクス状に配置された有機ＥＬ素子を有する有機ＥＬパネル
を準備するステップであって、前記有機ＥＬ素子のそれぞれは、前記基板上に配置された
画素電極、前記画素電極上に配置された有機層、前記有機層上に配置された透明対向電極
、前記透明対向電極上に配置された保護層および前記保護層上に配置されたカラーフィル
タを有し、
　前記有機ＥＬ素子内の前記有機層に存在する欠陥部を検出するステップ、
　前記透明対向電極のうち、前記欠陥部上の領域に、前記カラーフィルタを通してレーザ
光を照射し、前記領域の透明対向電極を破壊するステップ、および
　前記カラーフィルタのうち、前記欠陥部上の領域を除去するステップ、
　を有する有機ＥＬディスプレイの製造方法。
【請求項２】
　前記照射するレーザ光の波長は、４００ｎｍ以下である、請求項１に記載の有機ＥＬデ
ィスプレイの製造方法。
【請求項３】
　前記カラーフィルタを除去するステップと、前記透明対向電極を破壊するステップとは
、同一ステップである、請求項１に記載の有機ＥＬディスプレイの製造方法。
【請求項４】
　前記除去されるカラーフィルタは赤色であり、前記透明対向電極に照射する前記レーザ
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光の波長は、６００ｎｍ未満である、請求項３に記載の有機ＥＬディスプレイの製造方法
。
【請求項５】
　前記除去されるカラーフィルタは緑色であり、前記透明対向電極に照射する前記レーザ
光の波長は、４８０ｎｍ未満または５８０ｎｍ超７９０ｎｍ未満である、請求項３に記載
の有機ＥＬディスプレイの製造方法。
【請求項６】
　前記除去されるカラーフィルタは青色であり、前記透明対向電極に照射する前記レーザ
光の波長は、４３０ｎｍ未満または５００ｎｍ超８５０ｎｍ未満である、請求項３に記載
の有機ＥＬディスプレイの製造方法。
【請求項７】
　前記カラーフィルタを除去するステップと、前記透明対向電極を破壊するステップとは
、異なるステップであり、前記カラーフィルタの除去は、前記カラーフィルタのうち前記
欠陥部上の領域へのレーザ光の照射により行われる、請求項１に記載の有機ＥＬディスプ
レイの製造方法。
【請求項８】
　前記除去されるカラーフィルタは赤色であり、前記透明対向電極に照射する前記レーザ
光の波長は、６００ｎｍ以上である、請求項７に記載の有機ＥＬディスプレイの製造方法
。
【請求項９】
　前記除去されるカラーフィルタは緑色であり、前記透明対向電極に照射する前記レーザ
光の波長は、４８０ｎｍ～５８０ｎｍまたは７９０ｎｍ以上である、請求項７に記載の有
機ＥＬディスプレイの製造方法。
【請求項１０】
　前記除去されるカラーフィルタは青色であり、前記透明対向電極に照射する前記レーザ
光の波長は、４３０ｎｍ～５００ｎｍまたは８５０ｎｍ以上である、請求項７に記載の有
機ＥＬディスプレイの製造方法。
【請求項１１】
　前記カラーフィルタを除去するステップにおいて、前記カラーフィルタに貫通痕を形成
する、請求項１に記載の有機ＥＬディスプレイの製造方法。
【請求項１２】
　前記カラーフィルタを除去するステップにおいて、前記カラーフィルタを薄くする、請
求項１に記載の有機ＥＬディスプレイの製造方法。
【請求項１３】
　前記レーザ光の照射により、前記保護層内に微小な気泡を形成する、請求項１に記載の
有機ＥＬディスプレイの製造方法。
【請求項１４】
　基板と、前記基板上にマトリクス状に配置された有機ＥＬ素子を有する有機ＥＬディス
プレイであって、前記有機ＥＬ素子のそれぞれは、前記基板上に配置された画素電極、前
記画素電極上に配置された有機層、前記有機層上に配置された透明対向電極、前記透明対
向電極上に配置された保護層および前記保護層上に配置されたカラーフィルタを有し、
　少なくとも一つの前記有機ＥＬ素子は、前記有機層に欠陥部を有し、
　前記透明対向電極のうち、前記欠陥部上の領域は破壊されており、前記カラーフィルタ
のうち前記欠陥部上の領域は除去されている、有機ＥＬディスプレイ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬディスプレイおよびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　近年、次世代のフラットディスプレイパネルとして、有機ＥＬディスプレイが期待され
ている。有機ＥＬディスプレイは、自発光で視野角依存性が無く、高コントラスト、薄型
、軽量、低消費電力を実現できるといったメリットを有する。
【０００３】
　有機ＥＬディスプレイを構成する有機ＥＬ素子は、基本的に、画素電極および対向電極
と、画素電極および対向電極との間に配置された有機層を有する。有機層は、蛍光体分子
を含む発光層と、発光層を挟む電子伝導性の薄膜およびホール伝導性の薄膜とからなる。
電子伝導性の薄膜に電子を注入する対向電極とホール伝導性の薄膜にホールを注入する画
素電極との間に電圧を印加したとき、画素電極からホールが注入され、対向電極から電子
が注入され、発光層内で電子とホールが結合し、発光層が発光する。
【０００４】
　有機ＥＬディスプレイの製造方法は、厚さ数１０ｎｍの有機層や薄膜電極を積層する工
程を有する。これらの積層工程は、クリーンルーム内で行われているが、有機層を形成す
るための機材や周辺環境からパーティクルなどの異物を完全に除去することはできない。
したがって、有機ＥＬディスプレイを製造する過程で有機層に異物が混入してしまうこと
がある。
【０００５】
　有機層中に異物が混入した場合、画素電極と対向電極との間に電圧を印加すると、異物
を通して電流が電極間をリークしてしまう。電流がリークすると有機ＥＬディスプレイの
発光効率が低下し、消費電力の上昇につながる。また、異物が存在する画素においては、
異物による電流リークにより、その画素における有機層（発光層）に流れる電流量が減少
する。そのため、その画素全体における発光層の輝度が低下する。さらには、異物が存在
する画素があると、有機ＥＬディスプレイにおける輝度ムラが引き起こされる。
【０００６】
　有機層に混入した異物を通した電流のリークを停止させるための方法として、レーザリ
ペア法が知られている。レーザリペア法とは、有機層の異物が混入した部分（以下「欠陥
部」とも称する）にレーザ光を照射することで、異物を通した電流のリークを防止する方
法である（例えば特許文献１～１２参照）。
【０００７】
　特許文献１には、カラーフィルタを有する有機ＥＬ素子の欠陥部における画素電極にレ
ーザ光を照射し、画素電極のみに多光子吸収を生じさせる方法が記載されている。これに
より、カラーフィルタなどの他の部材は破壊せずに、欠陥部における画素電極のみを破壊
（絶縁化）し、異物を通した画素電極と対向電極との間の電流のリークを抑えることがで
きる。
【０００８】
　特許文献２～５には、欠陥部における画素電極または対向電極のいずれか一方を、レー
ザ照射によって除去することで、異物による電流のリークを防止する方法が開示されてい
る。
【０００９】
　特許文献６には、欠陥部における電極をレーザ照射によって酸化させることで欠陥部に
おける電極を絶縁化する方法が開示されている。欠陥部を絶縁化することで、異物による
電流のリークを防止することができる。
【００１０】
　特許文献７～９には、レーザ照射によって欠陥部の異物自体を絶縁化し、異物による電
流のリークを防止する方法が開示されている。
【００１１】
　特許文献１０～１２には、制御部およびビーム発生器を有するレーザリペア装置が開示
されている。制御部によって位置が特定された有機ＥＬディスプレイパネルにおける欠陥
部に、ビーム発生器からのビームを照射することで、欠陥部を絶縁し、修復することがで
きる。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開２００８－２３５１７８号公報
【特許文献２】特開２００９－１６１９５号公報
【特許文献３】特開２００１－１７６６７２号公報
【特許文献４】特開２００６－２７８３４３号公報
【特許文献５】米国特許出願公開第２００４／００７０３３６号公報
【特許文献６】特開２００２－２６０８５７号公報
【特許文献７】特開２００４－２２７８５２号公報
【特許文献８】特開２００３－１７８８７１号公報
【特許文献９】米国特許出願公開第２００２／０１４２６９７号公報
【特許文献１０】米国特許出願公開第２００６／００１７３９５号公報
【特許文献１１】米国特許出願公開第２００６／００２８２１７号公報
【特許文献１２】米国特許出願公開第２００６／００７６５５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかしながら、ダークスポットとなる欠陥部（非発光領域）と発光領域との輝度差が大
きいと、有機ＥＬディスプレイの画質の低下を招くおそれがある。特に、本発明者は、特
許文献１に記載されたように、欠陥部上にカラーフィルタが残存していると、欠陥部（非
発光領域）と発光領域との輝度差がさらに顕著になることを見出した。
【００１４】
　本発明は、欠陥部における輝度の低下を抑えた有機ＥＬディスプレイの製造方法を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明者は、欠陥部上のカラーフィルタを除去すれば、欠陥部（非発光領域）での輝度
の低下を抑制できることを見出し、さらに検討を加え発明を完成させた。すなわち本発明
の第１は、以下に示す有機ＥＬディスプレイの製造方法に関する。
【００１６】
　［１］基板と、前記基板上にマトリクス状に配置された有機ＥＬ素子を有する有機ＥＬ
パネルを準備するステップであって、前記有機ＥＬ素子のそれぞれは、前記基板上に配置
された画素電極、前記画素電極上に配置された有機層、前記有機層上に配置された透明対
向電極、前記透明対向電極上に配置された保護層および前記保護層上に配置されたカラー
フィルタを有し、前記有機ＥＬ素子内の前記有機層に存在する欠陥部を検出するステップ
、前記透明対向電極のうち、前記欠陥部上の領域に、前記カラーフィルタを通してレーザ
光を照射し、前記領域の透明対向電極を破壊するステップ、および前記カラーフィルタの
うち、前記欠陥部上の領域を除去するステップ、を有する有機ＥＬディスプレイの製造方
法。
　［２］前記照射するレーザ光の波長は、４００ｎｍ以下である、［１］に記載の有機Ｅ
Ｌディスプレイの製造方法。
　［３］前記カラーフィルタを除去するステップと、前記透明対向電極を破壊するステッ
プとは、同一ステップである、［１］または［２］に記載の有機ＥＬディスプレイの製造
方法。
　［４］前記カラーフィルタを除去するステップと、前記透明対向電極を破壊するステッ
プとは、異なるステップであり、前記カラーフィルタの除去は、前記カラーフィルタのう
ち前記欠陥部上の領域へのレーザ光の照射により行われる、［１］または［２］に記載の
有機ＥＬディスプレイの製造方法。
　［５］前記カラーフィルタを除去するステップにおいて、前記カラーフィルタに貫通痕
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を形成する、［１］～［４］のいずれかに記載の有機ＥＬディスプレイの製造方法。
　［６］前記カラーフィルタを除去するステップにおいて、前記カラーフィルタを薄くす
る、［１］～［４］のいずれかに記載の有機ＥＬディスプレイの製造方法。
　［７］前記レーザ光の照射により、前記保護層内に微小な気泡を形成する、［１］～［
６］のいずれかに記載の有機ＥＬディスプレイの製造方法。
【００１７】
　本発明の第２は以下に示す有機ＥＬディスプレイに関する。
　［８］基板と、前記基板上にマトリクス状に配置された有機ＥＬ素子を有する有機ＥＬ
ディスプレイであって、前記有機ＥＬ素子のそれぞれは、前記基板上に配置された画素電
極、前記画素電極上に配置された有機層、前記有機層上に配置された透明対向電極、前記
透明対向電極上に配置された保護層および前記保護層上に配置されたカラーフィルタを有
し、少なくとも一つの前記有機ＥＬ素子は、前記有機層に欠陥部を有し、前記透明対向電
極のうち、前記欠陥部上の領域は破壊されており、前記カラーフィルタのうち前記欠陥部
上の領域は除去されている、有機ＥＬディスプレイ。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の有機ＥＬディスプレイの製造方法によれば、非発光領域上のカラーフィルタも
除去することから、非発光領域の輝度の低下を抑えることができ、有機ＥＬディスプレイ
における輝度のムラを抑えることができる（後述）。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】レーザ照射によって破壊された透明対向電極を示す図
【図２】本発明の有機ＥＬディスプレイが発光した状態を示す図
【図３】本発明の有機ＥＬディスプレイに含まれる有機発光素子の断面図
【図４】実施の形態１の有機ＥＬディスプレイの製造方法の一部を示す図
【図５】実施の形態２の有機ＥＬディスプレイの製造方法の一部を示す図
【図６】実施の形態３の有機ＥＬディスプレイの製造方法の一部を示す図
【図７】実施の形態４の有機ＥＬディスプレイの製造方法の一部を示す図
【図８】実施例で準備した有機ＥＬ素子
【図９】実施例１の結果を示す表
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　１．本発明の有機ＥＬディスプレイの製造方法
　本発明の有機ＥＬディスプレイの製造方法は、１）有機ＥＬパネルを準備する第１ステ
ップ、２）有機ＥＬパネルを構成する有機ＥＬ素子内の有機層における欠陥部を検出する
第２ステップ、３）透明対向電極のうち欠陥部上の領域に、カラーフィルタを通してレー
ザ光を照射し、照射した領域の透明対向電極を破壊する第３ステップを有する。以下それ
ぞれのステップについて詳細に説明する。
【００２１】
　１）第１ステップでは、有機ＥＬパネルを準備する。第１ステップで準備する有機ＥＬ
パネルは、トップエミッション型である。有機ＥＬパネルは、基板および基板上にマトリ
クス状に配置された有機ＥＬ素子を有する。それぞれの有機ＥＬ素子は、基板上に配置さ
れた画素電極と、画素電極上に配置された有機層と、有機層上に配置された透明対向電極
と、透明対向電極上に配置された保護層と、保護層上に配置されたカラーフィルタと、を
有する。
【００２２】
　本発明は、特に大画面の有機ＥＬディスプレイを製造する場合に効果を発揮する。大画
面の有機ＥＬディスプレイを製造する場合、有機層内にパーティクルなどの異物が混入す
る恐れがあることから、本発明によって欠陥部を通した電流のリークを防止する必要が大
きい。
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【００２３】
　また、有機ＥＬ素子における有機層は、蒸着法で形成されても、塗布法で形成されても
よい。有機ＥＬディスプレイの大画面化の観点からは、有機層を塗布法で形成することが
好ましい。塗布法の例には、インクジェット、ディスペンサー、ノズルコート、スピンコ
ート、凹版印刷、凸版印刷などが含まれる。一方、有機層を蒸着法で形成した場合、メタ
ルマスクからパーティクルなどの異物が混入する恐れがある。したがって、有機層を蒸着
法で形成する場合であっても、本発明によって欠陥部を通した電流のリークを防止するこ
とが有効である。
【００２４】
　有機ＥＬパネルに含まれる有機ＥＬ素子は、電極および有機層の薄膜を積層することで
製造される。それぞれの薄膜には、数１０ｎｍレベルの膜厚の管理が要求される。有機Ｅ
Ｌ素子の製造の際には、通常、製造環境の管理や製造設備のメンテナンスが実施されてい
るが、有機層内に異物が混入してしまうことがある（図３参照）。
【００２５】
　以下の第２ステップおよび第３ステップでは、このような異物が混入した有機層の領域
（以下「欠陥部」とも称する）を通した電流のリークを防止する方法について説明する。
【００２６】
　２）第２ステップでは、有機ＥＬ素子内の有機層にパーティクルなどの異物が混入した
欠陥部（図３参照）を検出する。欠陥部を検出する方法は、特に限定されないが、外観検
査による方法や、有機ＥＬディスプレイに逆バイアスまたは順バイアスの電圧を印加し、
リーク発光を検出する方法がある。
【００２７】
　３）第３ステップでは、透明対向電極のうち第２ステップで特定した欠陥部上の領域に
カラーフィルタを通してレーザ光を照射し、透明対向電極のうち欠陥部上の領域を破壊（
以下単に「透明対向電極を破壊」とも称する）する。ここで、「透明対向電極にレーザを
照射する」とは、透明対向電極に焦点を合わせてレーザ光を照射することを意味する。ま
た、「透明対向電極を破壊する」とは、透明対向電極の機能を破壊すること（つまり電流
が流れないようにすること）を意味する。
【００２８】
　図１は、レーザ照射によって破壊された透明対向電極を示す。図１では１３は透明対向
電極を示し、１４は有機層を示す。図１に示されるように「透明対向電極を破壊する」と
は、レーザ光を照射した領域の透明対向電極１３と有機層１４との間に空間Ｘを形成する
か（図１Ａ）、レーザ光を照射した領域の透明対向電極１３を変性させ、クラックを形成
するか（図１Ｂ）、レーザ光を照射した領域の透明対向電極１３を破砕して（図１Ｃ）、
欠陥部を通じて、レーザ光を照射した箇所の透明対向電極１３に電流が流れないようにす
ることを意味する。
【００２９】
　また、本発明では、透明対向電極上に保護層を設けていることから、透明対向電極を破
壊した際に、透明対向電極の破片が飛散することはない。したがって、透明対向電極の破
壊によって生じた透明対向電極の破片が、有機ＥＬディスプレイのさらなる不良の原因と
なることはない。
【００３０】
　透明対向電極のうち欠陥部上の領域を破壊することで、欠陥部を通した電流のリークが
防止され、欠陥部が非発光領域となるが、有機ＥＬ素子としての機能は修復される。
【００３１】
　透明対向電極上のレーザ光の照射面積は、欠陥部の面積よりも２０～５０％大きいこと
が好ましい。レーザ光の照射面積は、レーザに設置されたスリットなどによって調節され
ることができる。スリットとは、レーザ光のスポットのサイズを縦方向、横方向自由に変
えるための部材である。スリットを用いることで、欠陥部の面積に応じて、レーザ光の照
射面積を適宜調節することができる。
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【００３２】
　照射するレーザ光を発するレーザ光源は、特に限定されないが、例えば、フラッシュラ
ンプ励起Ｎｄ:ＹＡＧレーザである。Ｎｄ:ＹＡＧレーザを用いた場合、レーザ光の波長を
、基本波長である１０６４ｎｍ、第二高調波である５３２ｎｍ、第三高調波である３５５
ｎｍ、第四高調波である２６６ｎｍから選択することができる。
【００３３】
　透明対向電極に照射するレーザ光の波長は特に限定されないが、１１００ｎｍ以下であ
ることが好ましく、４００ｎｍ以下であることが特に好ましい。つまりＮｄ：ＹＡＧレー
ザであれば、第三高調波または第四高調波を用いればよい。波長が４００ｎｍ以下である
場合、透明対向電極の下にある有機層に与える影響が少ないからである。
【００３４】
　透明対向電極上のレーザ光のエネルギ（レーザの照射エネルギ密度）は、透明対向電極
の材料や厚さなどよって選択される。例えば、Ｎｄ：ＹＡＧレーザを用いて、透明対向電
極（透明対向電極の材料：ＩＴＯ、透明対向電極の厚さ：１００ｎｍ）を破壊する場合、
後述するカラーフィルタによるレーザ光への影響を考慮しないとすると、レーザ光の波長
を第三高調波（３５５ｎｍ）とし、レーザの照射エネルギ密度を、０．０５～０．１５Ｊ
／ｃｍ２とすることが好ましい。
【００３５】
　このように本発明では、透明対向電極のうち欠陥部上の領域を破壊して、欠陥部を通し
た電流のリークを防止するので、有機層やＴＦＴにダメージを与えることなく有機ＥＬ素
子を修復することができる。
【００３６】
　本発明の有機ＥＬディスプレイの製造方法は、さらにカラーフィルタのうち第２ステッ
プで検出された有機層の欠陥部上の領域を除去する（以下単に「カラーフィルタを除去す
る」とも称する）ステップを有することを特徴とする。カラーフィルタを除去するステッ
プ（以下「フィルタ除去ステップ」とも称する）は、上述した第３ステップと同一ステッ
プであってもよいし（実施の形態１参照）、第３ステップとは異なるステップ（実施の形
態２および３参照）であってもよい。
【００３７】
　フィルタ除去ステップと第３ステップとが同一ステップである場合、レーザ光の照射に
よって、透明対向電極を破壊すると同時にカラーフィルタも除去する。
【００３８】
　一方、フィルタ除去ステップと第３ステップとが異なるステップである場合、フィルタ
除去ステップにおけるフィルタの除去は、カラーフィルタのうち欠陥部上の領域にレーザ
光を照射することにより行われる。フィルタ除去ステップと第３ステップとが異なるステ
ップである場合、フィルタ除去ステップは、第３ステップの前であっても後であってもよ
いが、第３ステップの前であることが好ましい。ここで、「カラーフィルタにレーザ光を
照射する」とは、カラーフィルタに焦点を合わせてレーザ光を照射することを意味する。
【００３９】
　ここで、「カラーフィルタを除去する」とは、レーザ光を照射した領域のカラーフィル
タを完全に除去し、カラーフィルタに貫通痕を形成すること（実施の形態１および２参照
）を意味してもよいし、およびレーザ光を照射した領域のカラーフィルタの表面を部分的
に除去し、カラーフィルタを薄くすること（実施の形態３参照）を意味してもよい。
【００４０】
　カラーフィルタを薄くするには、例えば、カラーフィルタに貫通痕を形成する場合より
も、カラーフィルタを透過しやすい波長のレーザ光を照射したり、レーザの照射エネルギ
密度を低下させたりすればよい。
【００４１】
　カラーフィルタ上のレーザ光の照射面積は、欠陥部の面積よりも３０～６０％大きいこ
とが好ましい。
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【００４２】
　このように本発明では、カラーフィルタのうち、欠陥部上の領域を除去することで、欠
陥部（非発光領域）の輝度の低下を抑えることができる。カラーフィルタを除去すること
と、非発光領域の輝度の低下を抑えることとの関係は、後述する「２．本発明の有機ＥＬ
ディスプレイ」の説明において詳細に説明する。
【００４３】
　第３ステップで透明対向電極に照射するレーザ光の波長は、フィルタ除去ステップが、
第３ステップと同一ステップである場合（実施の形態１参照）と、第３ステップと異なる
ステップである場合（実施の形態２および３参照）とで異なる。以下、場合ごとに透明対
向電極に照射するレーザ光の波長について説明する。
【００４４】
　（１）フィルタ除去ステップと第３ステップとが同一ステップである場合
　フィルタ除去ステップと第３ステップとが同一ステップである場合、透明対向電極に照
射するレーザ光はカラーフィルタを透過しない波長を有することが好ましい。フィルタ除
去ステップと第３ステップとが同一ステップである場合、透明対向電極に照射されるレー
ザ光の一部がカラーフィルタにも吸収される必要があるからである。
【００４５】
　カラーフィルタはその色によって光の透過率が異なる。例えば赤色のカラーフィルタは
、波長６００ｎｍ以上の光の透過率が高く；緑色のカラーフィルタは、波長４８０～５８
０ｎｍおよび７９０ｎｍ以上の光の透過率が高く；青色のカラーフィルタは、波長４３０
～５００ｎｍおよび８５０ｎｍ以上の光の透過率が高い。したがって、欠陥部上のカラー
フィルタが赤色の場合、レーザ光の波長を、６００ｎｍ未満に設定し；欠陥部上のカラー
フィルタが緑色の場合、レーザ光の波長を、４８０ｎｍ未満または５８０ｎｍ超～７９０
ｎｍ未満に設定し；欠陥部上のカラーフィルタが青色の場合、レーザ光の波長を、４３０
ｎｍ未満または５００ｎｍ超～８５０ｎｍ未満に設定すればよい。
【００４６】
　（２）フィルタ除去ステップと第３ステップとが異なるステップである場合
　フィルタ除去ステップと第３ステップとが異なるステップである場合、ｉ）レーザ光を
照射する領域の透明対向電極上にカラーフィルタがある場合（実施の形態３参照）と、ii
）レーザ光を照射する領域の透明対向電極上にカラーフィルタがない場合（実施の形態２
参照）とで、レーザ光の波長がさらに異なる。例えばｉ）フィルタ除去ステップの前に第
３ステップを行う場合であるか、またはフィルタ除去ステップでカラーフィルタを薄くし
た後に、第３ステップを行う場合には、レーザ光を照射する領域の透明対向電極上にカラ
ーフィルタがある。一方、ii）例えば、フィルタ除去ステップでカラーフィルタに貫通痕
を形成した後に、第３ステップを行う場合には、レーザ光を照射する領域の透明対向電極
上にカラーフィルタがない。
【００４７】
　ｉ）レーザ光を照射する領域の透明対向電極上にカラーフィルタがある場合
　レーザ光を照射する領域の透明対向電極上にカラーフィルタがある場合、レーザ光はカ
ラーフィルタに影響を与えずに、透明対向電極を破壊することが求められることから、カ
ラーフィルタを透過する波長を有することが好ましい。したがって、欠陥部上のカラーフ
ィルタが赤色の場合、レーザ光の波長を、６００ｎｍ以上に設定し；欠陥部上のカラーフ
ィルタが緑色の場合、レーザ光の波長を、４８０～５８０ｎｍまたは７９０ｎｍ以上に設
定し；欠陥部上のカラーフィルタが青色の場合、レーザ光の波長を、４３０～５００ｎｍ
または８５０ｎｍ以上に設定すればよい。
【００４８】
　ii）レーザ光を照射する領域の透明対向電極上にカラーフィルタがない場合
　レーザ光を照射する領域の透明対向電極上にカラーフィルタがない場合、レーザ光がカ
ラーフィルタに与える影響を考慮しなくてよいため、レーザ光の波長を任意に設定するこ
とができる。レーザ光の波長は、有機層に与える影響が少ない、４００ｎｍ以下に設定す
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ることが好ましい。
【００４９】
　このように本発明の有機ＥＬディスプレイの製造方法によれば、有機層にダメージを与
えることなく欠陥部を非発光領域にすることができるので、消費電力が低下し、発光効率
が上昇する。
　また、欠陥部上のカラーフィルタを除去することから、非発光領域の輝度が上昇し、有
機ＥＬディスプレイにおける輝度ムラを低減することができる。
【００５０】
　２．本発明の有機ＥＬディスプレイ
　本発明の有機ＥＬディスプレイは、上述した本発明の有機ＥＬディスプレイの製造方法
によって製造された有機ＥＬディスプレイである。本発明の有機ＥＬディスプレイは、ト
ップエミッション型であり、基板および基板上にマトリクス状に配置された有機ＥＬ素子
を有する。
【００５１】
　有機ＥＬ素子は、基板上に配置された画素電極、画素電極上に配置された有機層、有機
層上に配置された透明対向電極、透明対向電極上に配置された保護層および保護層上に配
置されたカラーフィルタを有する。また、カラーフィルタ上にはさらに封止ガラスが配置
されていてもよい。
【００５２】
　基板は、絶縁性の板である。また、基板には薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）が内蔵されて
いてもよい。
【００５３】
　画素電極は、基板上に配置される導電性の部材である。画素電極は通常、陽極として機
能するが陰極として機能してもよい。また、画素電極は光反射性を有することが好ましい
。このような画素電極の材料の例には、ＡＰＣ合金（銀、パラジウム、銅の合金）やＡＲ
Ａ（銀、ルビジウム、金の合金）、ＭｏＣｒ（モリブデンとクロムの合金）、ＮｉＣｒ（
ニッケルとクロムの合金）などが含まれる。
　また画素電極は、コンタクトホールを通してＴＦＴのソース電極またはドレイン電極に
接続されていてもよい。
【００５４】
　有機層は、有機発光材料を含む有機発光層を有する。有機発光層に含まれる有機発光材
料は塗布法で形成することができる高分子有機発光材料であることが好ましい。高分子有
機発光材料の例には、ポリフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリアセチレンおよび
その誘導体、ポリフェニレンおよびその誘導体、ポリパラフェニレンエチレンおよびその
誘導体、ポリ３－ヘキシルチオフェンおよびその誘導体、ポリフルオレンおよびその誘導
体などが含まれる。
【００５５】
　また有機発光層は、有機ＥＬ素子の配置位置によって、赤、緑または青のいずれかの光
を発する。有機層は、さらに正孔注入層、正孔輸送層、電子輸送層などを有していてもよ
い。
【００５６】
　透明対向電極は、有機層上に配置される導電性の透明部材である。対向電極は通常、陰
極として機能するが陽極として機能してもよい。このような透明対向電極の材料の例には
、ＩＴＯやＩＺＯなどが含まれる。透明対向電極の厚さは約１００ｎｍである。本発明の
有機ＥＬディスプレイでは、透明対向電極のうち、有機層の欠陥部上の領域が選択的に破
壊されていることを特徴とする。
【００５７】
　保護層は、有機層を水や酸素から保護するための部材である。保護層の材料の例には、
窒化シリコン（ＳｉＮｘ）などの無機物やＵＶ硬化樹脂などの有機物が含まれる。
【００５８】



(10) JP 4673447 B2 2011.4.20

10

20

30

40

50

　カラーフィルタの色は、有機ＥＬ素子が発する色によって適宜選択される。具体的には
、赤色の光を発する有機層を有する有機ＥＬ素子は、赤色のカラーフィルタを有し、緑色
の光を発する有機層を有する有機ＥＬ素子は、緑色のカラーフィルタを有し、青色の光を
発する有機層を有する有機ＥＬ素子は、青色のカラーフィルタを有する。カラーフィルタ
の材料は、例えば、カラーレジストである。またカラーフィルタの厚さは約１μｍである
。本発明の有機ＥＬディスプレイでは、カラーフィルタのうち、有機層の欠陥部上の領域
が選択的に除去されていることを特徴とする。
【００５９】
　このように、本発明の有機ＥＬディスプレイでは、カラーフィルタのうち欠陥部上の領
域が除去されているので、欠陥部（非発光領域）の輝度の低下が抑えられる。以下、図面
を用いてカラーフィルタが除去されていることと、非発光領域の輝度の低下が抑えられる
こととの関係を説明する。
【００６０】
　図２は、本発明の有機ＥＬディスプレイに含まれ、かつ欠陥部を有する有機ＥＬ素子１
００を示す。有機ＥＬ素子１００では、透明対向電極のうち、欠陥部上の領域が破壊され
、カラーフィルタのうち、欠陥部上の領域が除去されている。有機ＥＬ素子１００は、基
板１６、画素電極１５、有機層１４、透明対向電極１３、保護層１２、カラーフィルタ１
１および封止ガラス１０を有する。
【００６１】
　また、有機層１４には異物２１が混入している。異物２１が混入した有機層１４の領域
は欠陥部１０１を構成する。図２中の矢印５０は、有機層１４から発せられた光を示す。
【００６２】
　上述のように欠陥部１０１は非発光領域なので、図２に示されるように欠陥部１０１は
光を発しない。しかし、欠陥部１０１の周囲の有機層１４から発せられた光が、欠陥部１
０１上の領域にも拡散する。このため、非発光領域である欠陥部１０１からも光を取り出
すことができる。さらに本発明では、欠陥部１０１上のカラーフィルタ１１が除去されて
いることから、欠陥部１０１上の領域に拡散した光は、カラーフィルタ１１を通過しない
。このため、欠陥部１０１上の領域に拡散した光は、カラーフィルタ１１によって減衰さ
れることなく外部に発せられる。したがって、たとえ欠陥部１０１が非発光領域であった
としても、欠陥部１０１の周辺の有機層１４から拡散した光を減衰させることなく、欠陥
部１０１から取り出すことができるので、欠陥部１０１の輝度の低下が抑えられる。
【００６３】
　以下、本発明の有機ＥＬディスプレイの製造方法の実施の形態について、図面を参照し
ながら説明する。また、実施の形態では、上述した有機ＥＬ素子内の有機層における欠陥
部を検出する第２ステップ後の、第３ステップ（透明対向電極を破壊するステップ）およ
びカラーフィルタの除去ステップについて説明する。
【００６４】
　（実施の形態１）
　実施の形態１では、第３ステップとカラーフィルタを除去するステップ（フィルタ除去
ステップ）が同一ステップである例について説明する。
【００６５】
　図３Ａは、本発明の製造方法における第２ステップ（有機ＥＬ素子内の有機層における
欠陥部を検出するステップ）によって検出された、欠陥部を有する有機ＥＬ素子１００を
示す図である。
【００６６】
　図３Ａの有機ＥＬ素子１００は、基板１６、画素電極１５、有機層１４、透明対向電極
１３、保護層１２、カラーフィルタ１１および封止ガラス１０を有する。有機層１４は異
物２１を有し、異物２１が混入した有機層の領域は欠陥部１０１を構成する。
【００６７】
　一方、本発明の有機ＥＬディスプレイは、図３Ｂに示されたような欠陥部を有しない有
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機ＥＬ素子１０３も含む。
【００６８】
　図４は、実施の形態１における第３ステップおよびフィルタ除去ステップを示した図で
ある。図４に示されたように第３ステップおよびフィルタ除去ステップで用いられるレー
ザ装置２００は、レーザ光源３１、スリット３３および集束レンズ３４を有する。
【００６９】
　図４に示されるように、本実施の形態の第３ステップでは、透明対向電極１３上に焦点
を合わせて、透明対向電極１３のうち欠陥部１０１上の領域に、カラーフィルタ１１を通
して、レーザ光３２を照射する。
【００７０】
　照射するレーザ光３２の波長およびレーザの照射エネルギ密度は、透明対向電極１３に
焦点を合わせて、透明対向電極１３にレーザ光３２を照射したときに、透明対向電極１３
の破壊およびカラーフィルタ１１の除去が同時に起こるように調整すればよい。
【００７１】
　たとえば、レーザ光源３１がフラッシュランプ励起のＮｄ:ＹＡＧレーザである場合で
あってカラーフィルタ１１が赤色の場合、レーザ光３２の波長を５３２ｎｍ（第二高調波
）とし、透明対向電極１３上のレーザの照射エネルギ密度を０．７Ｊ／ｃｍ２より高くす
ればよく；カラーフィルタ１１が緑色の場合、レーザ光３２の波長を３５５ｎｍ（第三高
調波）とし、透明対向電極１３上のレーザの照射エネルギ密度を０．４１Ｊ／ｃｍ２以上
とすればよく；カラーフィルタが青色の場合、レーザ光３２の波長を３５５ｎｍとし、透
明対向電極１３上のレーザの照射エネルギ密度を０．４１Ｊ／ｃｍ２より高くし、または
レーザ光３２の波長を５３２ｎｍとし、透明対向電極１３上のレーザの照射エネルギ密度
を０．６３Ｊ／ｃｍ２以上とすればよい。
【００７２】
　レーザ光３２を透明対向電極１３に焦点を合わせて照射することで、カラーフィルタ１
１に貫通痕３５を形成し、透明対向電極破壊部３６を形成することができる。
【００７３】
　このように、本実施の形態によれば、欠陥部上の透明対向電極を破壊することで欠陥部
を通した電流のリークを防止することができる。このため、有機層やＴＦＴにダメージを
与えることなく、有機ＥＬ素子を修復することができる。また、カラーフィルタのうち欠
陥部上の領域を除去することで、欠陥部（非発光領域）の輝度の低下を抑えることができ
、輝度ムラのない有機ＥＬディスプレイを製造することができる。さらに本実施の形態で
は、カラーフィルタの除去および透明対向電極の破壊を同一のステップで行うことができ
ることから、より短時間で有機ＥＬ素子を修復することができる。
【００７４】
（実施の形態２）
　実施の形態１では、第３ステップとフィルタ除去ステップとが同一ステップである例に
ついて説明した。実施の形態２では、第３ステップとフィルタ除去ステップとが異なるス
テップである例について説明する。
【００７５】
　図５Ａは、実施の形態２におけるフィルタ除去ステップを示した図であり、図５Ｂは、
実施の形態２における第３ステップを示した図である。
【００７６】
　図５Ａに示されるように、本実施の形態のフィルタ除去ステップでは、まずカラーフィ
ルタ１１上にレーザ光３２の焦点を合わせ、カラーフィルタ１１のうち、欠陥部１０１上
の領域にレーザ光３２を照射し、カラーフィルタ１１のうち欠陥部１０１上の領域を除去
し貫通痕３５を形成する。カラーフィルタ１１には、カラーフィルタを透過しない波長を
有するレーザ光３２を照射する。
【００７７】
　例えば、レーザ光源３１がフラッシュランプ励起のＮｄ:ＹＡＧレーザである場合であ
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ってカラーフィルタ１１が赤色の場合、レーザ光３２の波長を５３２ｎｍ（第二高調波）
とし、カラーフィルタ１１上のレーザの照射エネルギ密度を０．４８Ｊ／ｃｍ２以上とす
るか、またはレーザ光３２の波長を３５５ｎｍ（第三高調波）とし、カラーフィルタ１１
上のレーザの照射エネルギ密度を０．３２Ｊ／ｃｍ２以上とすればよく；カラーフィルタ
１１が緑色の場合、レーザ光３２の波長を３５５ｎｍ（第三高調波）とし、カラーフィル
タ１１上のレーザの照射エネルギ密度を０．３２Ｊ／ｃｍ２以上とすればよく；カラーフ
ィルタが青色の場合、レーザ光３２の波長を５３２ｎｍ（第二高調波）とし、カラーフィ
ルタ１１上のレーザの照射エネルギ密度を０．４８Ｊ／ｃｍ２以上とするか、またはレー
ザ光３２の波長を３５５ｎｍ（第三高調波）とし、カラーフィルタ１１上のレーザの照射
エネルギ密度を０．１３Ｊ／ｃｍ２以上とすればよい。
【００７８】
　その後、第３ステップでは、透明対向電極１３にレーザ光３２の焦点を合わせて、透明
対向電極１３のうち、欠陥部１０１上の領域にレーザ光３２を照射し、透明対向電極１３
を破壊する（図５Ｂ）。実施の形態１と異なり、本実地の形態の第３ステップでは、カラ
ーフィルタ１１が既に除去されていることから、カラーフィルタ１１による影響を考慮せ
ず、レーザ光３２の条件を透明対向電極１３を破壊するためにより適した条件に設定する
ことができる。例えば、レーザ光源３１がフラッシュランプ励起のＮｄ:ＹＡＧレーザで
ある場合、レーザ光３２の波長を３５５ｎｍとし、透明対向電極１３上のレーザの照射エ
ネルギ密度を０．０５～０．１５Ｊ／ｃｍ２とすればよい。
【００７９】
　また、実施の形態１のようにカラーフィルタの除去と透明対向電極の破壊とを同一のス
テップで行う場合、除去するカラーフィルタの面積が大きくなってしまうおそれがある。
非発光領域に対して、除去されたカラーフィルタの面積が大きすぎる場合、カラーフィル
タを通過しない光の割合が増加し、有機ＥＬディスプレイの色再現性などに影響を与える
おそれがある。一方、本実施の形態のように、カラーフィルタの除去と透明対向電極の破
壊とが別々のステップで行われる場合、除去されるカラーフィルタの面積を、適宜選択す
ることが容易であるため、色再現性への影響を抑えることができる。
【００８０】
（実施の形態３）
　実施の形態１および実施の形態２では、レーザ光を照射した箇所のカラーフィルタを完
全に除去し、カラーフィルタに貫通痕を形成する例について説明した。実施の形態３では
、レーザ光を照射した箇所のカラーフィルタを完全に除去しない例について説明する。
【００８１】
　図６Ａは、実施の形態３におけるフィルタ除去ステップを示した図であり、図６Ｂは、
実施の形態３における第３ステップを示した図である。
【００８２】
　図６Ａに示されるように、本実施の形態のフィルタ除去ステップでは、まずカラーフィ
ルタ１１上にレーザ光３２の焦点を合わせ、カラーフィルタ１１のうち欠陥部１０１上の
領域にレーザ光３２を照射し、カラーフィルタ１１のうち欠陥部１０１上の領域４０を除
去し、領域４０のカラーフィルタ１１を薄くする。本実施の形態では、レーザ光３２を照
射したカラーフィルタ１１が完全に除去されないようにレーザ光３２の波長またはレーザ
の照射エネルギ密度を調整することを特徴とする。
【００８３】
　その後、本実施の第３ステップでは、透明対向電極１３にレーザ光３２の焦点を合わせ
て、透明対向電極１３のうち欠陥部１０１上の領域にレーザ光３２を照射し、透明対向電
極１３を破壊する（図６Ｂ）。本実施の形態の第３ステップでは、レーザ光３２が、フィ
ルタ除去ステップで薄くなったカラーフィルタ１１をさらに除去しないように調節される
ことを特徴とする。したがって、第３ステップにおけるレーザ光３２は、カラーフィルタ
１１を透過するように波長を調節される。例えば、レーザ光源３１がフラッシュランプ励
起のＮｄ:ＹＡＧレーザである場合、レーザ光３２の波長を基本波長である１０６４ｎｍ
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とし、透明対向電極１３上のレーザの照射エネルギ密度を０．４２Ｊ／ｃｍ２以下とする
ことが好ましい。
【００８４】
　このように、本実施の形態では、欠陥部上に薄いカラーフィルタを残すため、実施の形
態１の効果に加えて、色再現性の低下を抑えることができる。
【００８５】
（実施の形態４）
　実施の形態４では、レーザ光３２またはＵＶ光を照射すると微小な気泡が発生する材料
を保護層に用いた例について説明する。
【００８６】
　図７は、実施の形態４の第３ステップおよびフィルタ除去ステップを示した図である。
【００８７】
　図７に示されるように、本実施の形態では、透明対向電極１３に焦点を合わせて、透明
対向電極１３のうち、欠陥部１０１上の領域にレーザ光３２を照射し、カラーフィルタ１
１のうち欠陥部１０１上の領域を除去し、透明対向電極１３のうち欠陥部１０１上の領域
を破壊する。
【００８８】
　照射するレーザ光３２の波長およびレーザの照射エネルギ密度は、透明対向電極に焦点
を合わせてレーザ光３２を照射したときに、透明対向電極の破壊およびカラーフィルタの
除去が同時に起こるように調整すればよい。
【００８９】
　このときカラーフィルタ１１と透明対向電極１３との間の保護層１２にレーザ光３２が
通過する。保護層１２にレーザ光３２が通過すると、保護層１２に微小な気泡４１が発生
する。保護層１２に形成された微小な気泡４１は、欠陥部１０１の外周部の光を散乱させ
、欠陥部１０１の輝度を向上させることができる。
【００９０】
　また、本実施の形態では、レーザ光３２またはＵＶ光を照射すると微小な気泡４１が発
生する材料を保護層に用いた例について説明したが、例えば、レーザ光３２またはＵＶ光
を照射すると光の屈折率が変化する材料を保護層に用いてもよい。
【００９１】
　このように、本実施の形態によれば実施の形態１の効果に加えて、欠陥部の輝度をさら
に向上させることができるので、より輝度ムラの少ない有機ＥＬディスプレイを得ること
ができる。
【実施例】
【００９２】
　以下本発明の実施例について説明する。以下の実施例は、本発明の範囲を限定するもの
ではない。
【００９３】
　（実施例１）
　有機ＥＬ素子の準備
　図８に示されたような、ガラス基板１６上に画素電極１５、正孔注入層１７、正孔輸送
層１８、有機発光層１４、電子輸送層１９および厚さ１００ｎｍの透明対向電極１３（Ｉ
ＴＯ）を積層した有機ＥＬ素子を準備した。さらに、準備した有機ＥＬ素子上に、ガラス
板２０および赤、緑または青のカラーフィルタ１１を配置し、カラーフィルタの色が異な
る３種類の有機ＥＬ素子を準備した。カラーフィルタ１１の材料はカラーレジストであり
、カラーフィルタの厚さは、１μｍとした。
【００９４】
　レーザの照射
　準備したそれぞれの有機ＥＬ素子の透明対向電極に、波長が１０６４ｎｍのレーザ光を
レーザの照射エネルギ密度０．４２～４．５Ｊ／ｃｍ２で照射し、波長５３２ｎｍのレー
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ザ光をレーザの照射エネルギ密度０．０６～０．７１Ｊ／ｃｍ２で照射し、波長３５５ｎ
ｍのレーザ光をレーザの照射エネルギ密度０．０５～０．４１Ｊ／ｃｍ２で照射した。レ
ーザ装置にはＡＧＴ－２０００ＲＴ（ＹＡＧレーザ、株式会社ＡＧＴ製）を用いた。レー
ザ光の透明対向電極上における照射面積口は２０μｍとし、パルス幅を３～５ｎ秒とした
。また、レーザ照射はシングルショットで行った。
【００９５】
　図９は、レーザ光の照射によるそれぞれのカラーフィルタ（ＣＦ）および透明対向電極
（ＩＴＯ）への影響を示した表である。
【００９６】
　図９に示されるように、波長１０６４ｎｍのレーザ光（レーザの照射エネルギ密度０．
４２Ｊ／ｃｍ２）を照射した場合、全ての色のカラーフィルタには影響を与えることなく
透明対向電極のみを破壊することができた。
【００９７】
　波長５３２ｎｍのレーザ光（レーザの照射エネルギ密度０．６３Ｊ／ｃｍ２）は、赤色
のカラーフィルタを除去することができ、レーザの照射エネルギ密度０．５６Ｊ／ｃｍ２

以上で、青色のカラーフィルタを除去することができるが、緑色のカラーフィルタには影
響を与えなかった。また、波長５３２ｎｍのレーザ光は、カラーフィルタが赤色の場合に
、ＩＴＯを充分に破壊することはできなかった。これは、波長５３２ｎｍのレーザ光が、
赤色のカラーフィルタに吸収されレーザ光のエネルギが減衰したことによるものと考えら
れる。したがって、カラーフィルタが赤色の場合であって、かつ波長５３２ｎｍのレーザ
光で、ＩＴＯを破壊する場合、レーザ光の照射エネルギ密度を０．６３Ｊ／ｃｍ２よりも
増加させる必要がある。
【００９８】
　波長３５５ｎｍのレーザ光（レーザの照射エネルギ密度０．２５Ｊ／ｃｍ２）は、青色
のカラーフィルタを除去することができ、レーザの照射エネルギ密度０．４１Ｊ／ｃｍ２

で、緑色のカラーフィルタを除去することができるが、赤色のカラーフィルタには影響を
与えなかった。波長３５５ｎｍのレーザ光は、カラーフィルタが青色の場合、ＩＴＯを破
壊することはできなかった。これは、波長３５５ｎｍのレーザ光が、青色のカラーフィル
タに吸収されレーザ光のエネルギが減衰したことによるものと考えられる。したがって、
カラーフィルタが青色の場合であって、かつ波長３５５ｎｍのレーザ光で、ＩＴＯを破壊
する場合、レーザ光の照射エネルギ密度を０．２５Ｊ／ｃｍ２よりも増加させる必要があ
る。
【００９９】
　これらの結果は、カラーフィルタの色に応じてレーザ光の波長を選択することによって
、カラーフィルタを除去したり、ＩＴＯを破壊したりできることを示唆する。
【０１００】
　（実施例２）
　有機ＥＬ素子の準備
　図８に示されたような、ガラス基板１６上に画素電極１５、正孔注入層１７、正孔輸送
層１８、有機発光層１４、電子輸送層１９および厚さ１００ｎｍの透明対向電極１３（Ｉ
ＴＯ）を積層した、有機ＥＬ素子を準備した。本実施例では有機ＥＬ素子にカラーフィル
タを積層しなかった。
【０１０１】
　レーザの照射
　準備した有機ＥＬ素子の透明対向電極に、波長が１０６４ｎｍのレーザ光をレーザの照
射エネルギ密度０．４２～４．５Ｊ／ｃｍ２で照射し、波長５３２ｎｍのレーザ光をレー
ザの照射エネルギ密度０．０６～０．７１Ｊ／ｃｍ２で照射し、波長３５５ｎｍのレーザ
光をレーザの照射エネルギ密度０．０５～０．４１Ｊ／ｃｍ２で照射した。レーザ装置に
はＡＧＴ－２０００ＲＴ（ＹＡＧレーザ、株式会社ＡＧＴ製）を用いた。レーザ光の透明
対向電極上における照射面積口は２０μｍとし、パルス幅３ｎ～５ｎ秒とした。また、レ
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ーザ照射はシングルショットで行った。
【０１０２】
　結果
　波長５３２ｎｍおよび１０６４ｎｍのレーザ光は、透明対向電極（ＩＴＯ）の下地層で
ある有機層にもダメージを与えた。一方、波長３５５ｎｍのレーザ光は、透明対向電極を
破壊するが、下地層の有機層には、ダメージを与えなかった。これは、レーザ光を照射す
る透明対向電極上にカラーフィルタがない場合、ＹＡＧレーザの第３高調波のレーザ光を
用いることが好ましいことを示す。
【０１０３】
　本出願は、２００９年２月１０日出願の特願２００９－０２８４３５に基づく優先権を
主張する。当該出願明細書に記載された内容は、すべて本願明細書に援用される。
【産業上の利用可能性】
【０１０４】
　また、本発明の有機ＥＬディスプレイの製造方法によれば、カラーフィルタのうち欠陥
部上の領域も除去することから、非発光部（欠陥部）の輝度の低下を抑えることができる
。このため、画質に優れた有機ＥＬディスプレイを高い歩留まりで提供することができる
。また、本発明は、カラーフィルタを利用した他の発光デバイスの製造にも適用すること
ができる。
【符号の説明】
【０１０５】
　１０　封止ガラス
　１１　カラーフィルタ
　１２　保護層
　１３　透明対向電極
　１４　有機層
　１５　画素電極
　１６　基板
　１７　正孔注入層
　１８　正孔輸送層
　１９　電子輸送層
　２０　ガラス板
　２１　異物
　３１　レーザ光源
　３２　レーザ光
　３３　スリット
　３４　集束レンズ
　３５　貫通痕
　３６　透明対向電極破壊部
　４０　カラーフィルタの薄い領域
　４１　気泡
　１００　有機ＥＬ素子
　１０１　欠陥部
　２００　レーザ装置
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